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4. Baterija Superkondenzatorjev je sestavijena iz treh vzporednih nizoy po pet
zaporednih kondenzatorjev s kapacitivnostjo 3000 F (sl. 7.32 a)). Koliksni
SO nazivna napetost in kapacitivnost ter elektrina kondenzatorske baterije?

Up =n-U, =5-2,7=13,5V, Cy =£-n‘7p =@'3=I8OOF

nzap
Q=Cy-U=1800-13,5 = 24300 As =24,3kAs = 6,75 Ah

5. Dologi brez racunanja kapacitivnost vezave kondenzatorjev na sliki 7.32 b) za
2F.

7.3.5 Energija elektri€nega polja v kondenzatorju

Energijo elektricnega polja smo omenjali Ze na zadetku uébenika kot
delo logevanja elektrin (pogl. 1.1.2), W = Q-U. Pri elektrenju (polnje-
nju) kondenzatorja imamo nekaj podobnega, le upostevati moramo,
da napetost na kondenzatorju med njegovim polnjenjem ni U in da je
Za energijo polnjenja merodajna njena srednja vrednost U/2. Zato lah-
ko za energijo homogenega elektricnega polja v kondenzatorju (sl.
7.33) zapisemo

w, =%Q-U, Z upoStevanjem izraza Q = C-U pa dobimo

7.4 ELEKTROSTATIKA IN KAKOVOST

Polprevodniski elementi in integrirana vezja (tranzistorii, procesorji
..., pogl. 16) so izdelani v tehnologijah, kjer so medsebojne razdalje
prevodnih poti tudi samo nekaj desetink ali stotink mikrona (submi-
kronske in nanotehnologije). Se posebej pri tem izstopajo MOS-FET!
elementi. Tako majhne razdalje omogocajo Ze pri nizjih napetostih
med njimi izredno velike elektriCne poljske jakosti (E = Uld). Ze dotik
Z roko lahko tako komponento izpostavi moznim elektrostatiénim po-
tencialom nasega telesa tudi ved deset tiso€ V. Tudi ¢e komponenta
ne odpove takoj, je Ze delni preboj elementa zaéetek konca njego-
vega delovanja. »Inkubacijska« doba takih »virusov« je lahko od nekaj
mesecev do vec let, naprava praviloma odpove pri kupcu naprave ...

Najpogostejsi povzrocitelj moé&nih naelektren;j ¢loveka je trenje pri hoji
po suhih tleh iz umetne snovi, sedenju, delu s suhim papirjem in
predmeti iz umetnih snovi ... Slika 7.34 prikazuje vrsto elektri¢nih po-
tencialov, ki so posledica statinih naelektrenosti Cloveka, pregledni-
ca 7.4 pa njihove orientacijske velikosti.

1 M_etalI-Oksid-Semiconductor — med krmilnim in ostalimi prikljucki tranzistorja je izola-
cijska plast iz SiO,, katere debelina je manj$a od 0,1 um.
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Slika 7.32: Kondenzatorska baterija
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Slika 7.33: Energija elektricnega polja v
kondenzatorju

Poliuretan
Poliester
Svila
Guma
Les
Bombaz

Slika 7.34: Elektrostaticne naelektrenosti

Preglednica 7.4: Elektrostaticne napetosti

V (V)
aktivnost viaga viaga
15 % 90 %
sedece delo 6.000 100
listanje dokumentacije 7.000 600
hoja po PVC-plosgicah 12.000 260
vozZnja v avtomobilu 18.000 1500

hoja po tapisonu 35.000 1500
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